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Abmessungen: Bauform A 3/25b, 

TGL 11 811 
Masse ® 0,89 

Zulässige Höchstwerte 

für da = 45°C 

-UcBo = 30V ic = 100 mA2) 

-UeBO = 10V -IC = 150 mA 

-UCER = 20V') IE = 100 mA 
beiRBE= 1kQ $ = 80°C Rın < 360 -9rd 

0a = 65°C) Wörmewiderstand “ < _grd 
Kennwerte für 6a = 25°C —5 grd Rım S< W 

Min Typ Max Meßbedingungen 

Reststräme 

„-Ic80 } 15 pA | -Ucs = 15 V und da = 25°C 
-Iceo 80 «A‘)| -Ucs = 15 V und a = 45°C 
-IcBo j8\Jl) wA‘)| -Ucs8 = 15 V und #a = 75°C 

Restspannung 

=UCErest | | 05V | -Ic = 100 mA, -Ucs = 0 

Rauschmaß 

F | ‘ßdß -UCcE =1 V, -Ic=1 mA, f=1 kHz 
| Af=1 kHz, Rg = 500 Q 

Gleichstromverstärkung 

B 29 55 -Uce = 0,5 V, -Ic = 100 mA B 
B 45 88 C 
B 72 139 D 

Schaltzeitkönstante bei Stromsteuerung 

7 | |10us‘) | -UcE = 0,5 V, -Ic = 100 mA 

Bestellbeispiel für einen Transistor 
der Stromverstärkungsgruppe B 

Transistor G5 121 B



Bemerkungen:; 

„ 

% 

Beim Umschalten des Transistors aus 

d/sm „Ein”-Zustand (max. Verlustleistung 

-:IC = 150 mA) in den Sperrzustand 

(-UCER = 20 V, RBE = 1 kOhm) darf 

die Widerstandsgerade zwischen beiden 

Schaltzuständen nicht die Sperrkennlinie 

des Transistors im negativen Wider- 

standsbereich schneiden. 

Maoximal zulässige Integrationszeit (TGL 

200-8161, Blatt2, Abschnitt 6.2.) tiav 

= 20 ms 

Maximole Lagerungstemperatur und 

maximale Umgebungstemperatur im Be- 

triebsfall unter Berücksichtigung der zu- 

lössigen Verlustleistung. 

Mindestens 95 % aller Bauelemente lie- 

gen unterhalb des angegebenen Grenz- 

wertes. 

Für Transistoren der Stromverstärkungs- 

gruppe B befinden sich 70 % der Bau- 

elemente im Intervall T, = 4-8 fs. 

Eine entsprechende Sortierung und 

Kennzeichnung der Transistoren ist 

möglich und muß in Lieferverträgen 

vereinbart werden, 

Kollektor-Reststrom als Funktion der Kollek- 
torspannung 

-Icso _ = f (-Uc8; %a) 
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Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperr- 
schichttemperatur 

-Iceo = f (d) 

-Uca = 15 V 
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Kollektor-Reststrom Emitter-Reststrom Kollektor-Reststrom 
als Funktion als Funktion als Funktion 
der Sperrschichttemperatur der Sperrschichttemperatur der Sperrschichttemperatur 

-Iceo = f (#) -JIEBO = f (#j) -IcER = f (#j) 
-UceE = 6 V -UeB = 10 V -UCEerR = 20 V, RBE = 1.kQ 
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Kollektor-Restspannung als Funktion des Kollektorstromes 

-UCErost = f (-Ic, #6) 
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Kollektor-Sättigungs-Spannung als Funktion der Sperrschichttemperatur 
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Basis-Sättigungs-Spannung als Funktion vom Kollektorstrom 

-UBEsat = f (-Ic, 06) 700 
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Stromverstärkung (normiert) als Funktion 
des Kollektorstromes 
Bn = f (-lc, 9a) 
-Uce = 0,5 V 
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Kollektor-Emitter-Spannu: in Abhängig- 
keit vom Blß|8dl!‘ä;lfl‘?:.nifl!ld 7 

-UCER = f (RBeE) 
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